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1. はじめに 

我々は到達真空度が 1×10-6 Torr程度の環境において，加熱した Si基板上へ Feを蒸着させるこ

とで-FeSi2薄膜の作製を試みてきた。しかし相の形成過程において Si 基板との反応が必要であ

るため厚膜の作製ができない欠点がある。そこで今回，Si も供給することを目的として蒸着材料

に Fe2Siおよび-FeSiを用いた成膜を行った。 

2. 実験方法 

蒸着材料にはアーク溶解で得た Fe2Siおよび市販の-FeSiを用いた。蒸着材料をアルミナルツボ

に入れ，抵抗加熱により蒸発させ，加熱した Si(100)基板上へ堆積させた。成膜後の膜構造を

SEM-EDSおよび XRDで評価した。 

3. 実験結果 

Fig.1 に得られた薄膜の SEM像を，Fig.2 にそれぞれの XRDプロファイルを示す。a)は Fe を蒸

着材料に用いた結果（成膜中の基板温度 Tsub=700℃，アニール温度 Tann=750℃(12h)）を示してい

る。Si との反応の結果，膜は島状に形成され a軸配向膜が得られる。b)は Fe2Si を蒸着材料に用

い，Tsub=700℃で成膜した結果である。アニールを行っていないにも関わらず，部分的に結晶粒が

大きく成長している。また XRD から単相膜であることがわかった。相(100)に起因するピーク

も得られており，大きく成長した結晶粒が a 軸配向している部分と考えられる。一方，c)に示す

-FeSi を用いた場合は，結晶粒の成長は観測されず連続膜となっており，アモルファス状の膜に

なっていると考えられる。現在，蒸着膜厚およびアニールの影響を調べており，それらの結果を

合わせて報告する。 

 

Fig.1 SEM images of grown thin films. Fig.2 XRD profiles of grown thin films. 
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